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Uklad detektora

i
Przedmiotem wymnalazku jest uktad detektora
wykonany na diodzie i tranzystorze.
W dotychczasowych rozwigzaniach tego typu de-

tektoréw stosowany jest uktad detektora podwaja-
cza napiecia, w ktérym rowinolegle do wejécia po--

przez kondensator wejdciowy dolgczona jest dio-
da, kt6rej katoda polgczona jest do masy, a do
anody dotaczona jest katoda drugiej diody, kt6-

rej anoda stanowi Wyjécine uktadu, przy czym na

- wyjéciu uktadu znajduje Sie rezystor i kondensa-
tor. .
Wadg wyzej opisanego ukladu jest miestato§¢ na-
piecia wyprostowanego w funkcji temperatury
na skutek tego, Ze napiecie zlgcza diody w kie-
runku przewodzenia zmienia si¢ ze zmiang tempe-
ratury, a zmiany te w obu diodach sumuja sie.
Celem wymnalazku jest opracowanie ukltadu detek-
tora o duzej stakoSci napiecia wyprostowanego w
funkcji temperatury i duzej liniowo$ci detekeji.
Cel ten zostal osiggniety w ukiladzie, w ktérym
na wejsciu znajduje sie rezystor, kondemnsator i
dioda, ktérej katoda dotaczona jest do masy ukla-
du, a do anody dolaczony jest kolektor tranzysto-
ra. Emiter tranzystora stanowi wyjScie ukladu,
przy czym réwmnpolegle miedzy -emiterem tranzystora
i masg wlgczone sg rezystor i kondensator, a mie-
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dzy kolektorem tranzystora i jego baza wiaczony

jest rezystor, a réwnolegle do bazy tranzystora i
masy dotaczone sg rezystor i kondensatolr.
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Zalety tego ukladu jest to, Ze charakterystyka
napiecia wyjSciowego w funkcji mapiecia wejscio-
wego jest liniowa w ‘djuz'ym/zailmesi-e czestotliwo$-
ci. przy odpowiednim doborze rezystoréw migdzy
kolektorem tranzystora, bazg tranzystora i masa.

Wynalazek zostanie blizej oméwiony na przykla-
dzie  wykionania przedstawionym ma rysunku, kt6-
ry ;prze«dsﬁawd:a schemat zasadniczy ukitadu detek-
tora.

Zasada dzialania ukladu jest mastepujaca. Dla
dodatniej potéwki sinusoidy mapiecia wejéciowego
poprzez diode i rezystor wejSciowy laduje sie kom-
densator wejSciowy do warboSci szczytowej przy-
loZonego napiecia wej§ciowego zmniejszonej o spa-
dek napiecia na diodzie. Dla ujemnej pot6wki sinu-

> spidy napiecia wejsciowego kondensator 4 laduje

si¢ poprzez zlgcze baza — kolektor tranzystora 1
do wartoSci bedacej sumg napiecia kondensatora
wejSciowego i napiecia wejSciowego zmniejszong
o spadek napigcia na zigczu baza — kiolektor tram-

- zystora 1. Napiecie wejsciowe jest suma napigcia

panujacego na kondensatorze 4 | napigcia zigcza
emiter — baza tranzystora 1.

E}dy nastepuje wzrost temperatury maleje napigg
cie zlgcza diody réwnoleglej, rio$nie mnapiecie na

"kondensatorze wejSciowym, a tym samym na ko-

lektorze tramzystora 1 i na bazie tegoz tranzysto-
ra, czyli na kondensatorze 4. Ten sam wzrost tem-
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peratury powoduje zmniejszenie sie napiecia zta-
cza emiter — baza tranzystora 1, co kompensuje

wzrost napiecia na kondensatorze 4. Napigcie wyj-
Sciowe bedgce sumg napiecia kondensatora 4 i na-
piecia zlgcza emiter — baza tranzystora 1 jest
stale w funkecji temperatury.

Wynalazek moze by¢ stosowany wszedzie tam,
gdzie wymagana jest duza stalo§¢ napigcia wygro-
stowanego w funkcji temperatury i duza linio-
woéé napiecia wyjSciowego w funkeji napiecia wej-
Sciowego w duzym zakresie czestotliwo$ci, a wigc
w detektorach miernikéw, ukladach kemparatorow
i dyskryminatoréw oraz w ukiadach sygnalizacji.
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Zastrzezenie patentowe

Uktad detektora, posiadajgcy na wejSciu rezy-
stor, kondensator i diode, ktorej katoda dolgczona
jest do masy ukiadu, znamiem'ly'tym, ze do ano-
dy diody dolgczony jest kolektor tramzystora (1), a
emiter tranzystora (1) stanowi wyjscie uktadu, przy
czym rownolegle miedzy emiterem tranzystora (1) i
masg Wwigczene s3 rezystor (5) i kondensator (6),
miedzy kolektorem tranzystora (1) i jego bazg
wlgczeny jest rezystor (2), a réwnolegle do bazy
tranzystora (1) i masy ukladu dolgczone sg rezy-
stor (3) i kondensator (4). :
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